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(54)【発明の名称】 多層プリント配線板およびパッケージ基板

(57)【要約】
【課題】  リード部品を介さないで、ＩＣチップと直接
電気的接続し得る多層プリント配線板を提案する。
【解決手段】  多層プリント配線板は、コア基板３０に
ＩＣチップ２０を予め内蔵させて、該ＩＣチップ２０の
ダイパッド２４にはトラジション層を３８を配設させて
いる。このため、リード部品や封止樹脂を用いず、ＩＣ
チップと多層プリント配線板との電気的接続を取ること
ができる。また、ダイパッド２４上にトラジション層３
８を設けることで、ダイパッド２４がファインピッチ
（１５０μｍ）かつ／または小サイズ（２０μｍ以下）
になっても、ビルドアップ層を積むことが可能になり、
かつ、ダイパッド２４とバイアホール６０との接続性や
信頼性を向上させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に層間絶縁層と導体層とが繰り返
し形成され、該層間絶縁層には、ビアが形成され、該ビ
アを介して電気的接続される多層プリント配線板におい
て、
前記基板には、電子部品が内蔵されていることを特徴と
する多層プリント配線板。
【請求項２】  表面に電子部品が実装されていることを
特徴とする請求項１に記載の多層プリント配線板。
【請求項３】  前記基板には、外部基板と接続する端子
が配設されていることを特徴とする請求項１または２に
記載の多層プリント配線板。
【請求項４】  基板上に層間絶縁層と導体層とが繰り返
し形成され、該層間絶縁層には、ビアが形成され、該ビ
アを介して電気的接続される多層プリント配線板におい
て、
前記基板には、電子部品が内蔵され、
前記該電子部品のダイパッド上部には、最下層の層間絶
縁層のビアと接続させるためのトラジション層が形成さ
れていることを特徴とする多層プリント配線板。
【請求項５】  前記基板は、パッケージ基板であること
を特徴とする請求項１～４に記載の多層プリント配線
板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ビルドアップ多層
プリント配線板に関し、特にＩＣチップなどの電子部品
を内蔵する多層プリント配線板及びパッケージ基板に関
するのもである。
【０００２】
【従来の技術】ＩＣチップは、ワイヤーボンディング、
ＴＡＢ、フリップチップなどの実装方法によって、プリ
ント配線板との電気的接続を取っていた。ワイヤーボン
ディングは、プリント配線板にＩＣチップを接着剤によ
りダイボンディングさせて、該プリント配線板のパッド
とＩＣチップのパッドとを金線などのワイヤーで接続さ
せた後、ＩＣチップ並びにワイヤーを守るために熱硬化
性樹脂あるいは熱可塑性樹脂などの封止樹脂を施してい
た。ＴＡＢは、ＩＣチップのバンプとプリント配線板の
パッドとをリードと呼ばれる線を半田などによって一括
して接続させた後、樹脂による封止を行っていた。フリ
ップチップは、ＩＣチップとプリント配線板のパッド部
とをバンプを介して接続させて、バンプとの隙間に樹脂
を充填させることによって行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、それぞ
れの実装方法は、ＩＣチップとプリント配線板の間に接
続用のリード部品（ワイヤー、リード、バンプ）を介し
て電気的接続を行っている。それらの各リード部品は、
切断、腐食し易く、これにより、ＩＣチップとの接続が
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途絶えたり、誤作動の原因となることがあった。また、
それぞれの実装方法は、ＩＣチップを保護するためにエ
ポキシ樹脂等の熱可塑性樹脂によって封止を行っている
が、その樹脂を充填する際に気泡を含有すると、気泡が
起点となって、リード部品の破壊やＩＣパッドの腐食、
信頼性の低下を招いてしまう。熱可塑性樹脂による封止
は、それぞれの部品に合わせて樹脂装填用プランジャ
ー、金型を作成する必要が有り、また、熱硬化性樹脂で
あってもリード部品、ソルダーレジストなどの材質など
を考慮した樹脂を選定しなくては成らないために、それ
ぞれにおいてコスト的にも高くなる原因にもなった。
【０００４】本発明は上述した課題を解決するためにな
されたものであり、その目的とするところは、リード部
品を介さないで、ＩＣチップと直接電気的接続し得る多
層プリント配線板及びパッケージ基板を提案することを
目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意研究した
結果、樹脂絶縁性基板に開口部、通孔やザグリ部を設け
てＩＣチップなどの電子部品を予め内蔵させて、層間絶
縁層を積層し、該ＩＣチップのパッド上に、フォトエッ
チングあるいはレーザにより、ビアを設けて、導電層で
ある導体回路を形成させた後、更に、層間絶縁層と導電
層を繰り返して、多層プリント配線板を設けることによ
って、封止樹脂を用いず、リードレス、バンプレスによ
ってＩＣチップとの電気的接続を取ることができる構造
を案出した。
【０００６】更に、本発明者は、樹脂絶縁性基板に開口
部、通孔やザグリ部を設けてＩＣチップなどの電子部品
を予め内蔵させて、層間絶縁層を積層し、該ＩＣチップ
のパッド上に、フォトエッチングあるいはレーザによ
り、ビアを設けて、導電層である導体回路を形成させた
後、更に、層間絶縁層と導電層を繰り返して、多層プリ
ント配線板の表層にもＩＣチップ、コンデンサなどの電
子部品を実装させた構造を提案した。それによって、封
止樹脂を用いず、リードレス、バンプレスによってＩＣ
チップとの電気的接続を取ることができる。また、それ
ぞれの機能が異なるＩＣチップ、コンデンサなどの電子
部品を実装させることができ、より高機能な多層プリン
ト配線板を得ることができる。具体例として、内蔵ＩＣ
チップとして演算機能を有するＩＣチップを埋め込み、
表層には、キャシュメモリ、コンデンサを実装させるこ
とによって、ＩＣチップとキャシュメモリ、コンデンサ
とを近接して配置することが可能になる。
【０００７】また更に、本発明者は、鋭意研究した結
果、樹脂絶縁性基板に開口部、通孔やザグリ部を設けて
ＩＣチップなどの電子部品を予め収容させて、該ＩＣチ
ップのパッドには導電層からなるトラジション層を形成
させることを案出した。トラジション層の上層には層間
絶縁層を積層し、該トラジション層上に、フォトエッチ
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3
ングあるいはレーザにより、ビアを設けて、導電層であ
る導体回路を形成させた後、更に、層間絶縁層と導電層
を繰り返して、多層プリント配線板を設けることによっ
て、封止樹脂を用いず、リードレス、バンプレスによっ
てＩＣチップとの電気的接続を取ることができる。ま
た、ＩＣチップ部分にトラジション層が形成されている
ことから、ＩＣチップ部分には平坦化されるので、上層
の層間絶縁層も平坦化されて、膜厚みも均一になる。更
に、前述のトラジション層によって、上層のビアを形成
する際も、形状の安定性を保つことができる。
【０００８】本発明で定義されるトランジション層につ
いて説明する。トランジション層は、従来のＩＣチップ
実装技術を用いることなく、半導体素子であるＩＣチッ
プとプリント配線板と直接接続を取るために設けられた
中間の仲介層を意味する。特徴としては、２層以上の金
属層で形成され、半導体素子であるＩＣチップのダイパ
ッドよりも大きくさせることにある。それによって、電
気的接続や位置合わせ性を向上させるものであり、か
つ、ダイパッドにダメージを与えることなくレーザやフ
ォトエッチングによるバイアホール加工を可能にするも
のである。そのため、プリント配線板へのＩＣチップの
埋め込み、収容、収納や接続を確実にすることができ
る。また、トランジション層上には、直接、プリント配
線板の導体層である金属を形成することを可能にする。
その導体層の一例としては、層間樹脂絶縁層のバイアホ
ールや基板上のスルーホールなどがある。
【０００９】ＩＣチップのパッドにトラジション層を設
ける理由は、次の通りである。第１にダイパッドがファ
インかつ小サイズになると、ビアを形成する際のアライ
メントが困難になるので、トラジション層を設けてアラ
イメントをし易くする。トラジション層を設ければ、ダ
イパッドピッチ１５０μｍ以下、パッドサイズ２０μｍ
以下でもビルドアップ層が安定して形成できる。トラジ
ション層を形成させていないダイパッドのままで、フォ
トエッチングにより層間絶縁層のビアを形成させると、
ビア径がダイパッド径よりも大きいと、ビア底残査除
去、層間樹脂絶縁層表面粗化処理として行うデスミア処
理時に、ダイパッド表面の保護層であるポリイミド層を
溶解、損傷する。一方、レーザの場合、ビア径がダイパ
ッド径より大きいときには、ダイパッド及びパシベーシ
ョン、ポリミド層（ＩＣの保護膜）がレーザによって破
壊される。更に、ＩＣチップのパッドが非常に小さく、
ビア径がダイパッドサイズより大きくなると、フォトエ
ッチング法でも、レーザ法でも位置合わせが非常に困難
であり、ダイパッドとビアとの接続不良が多発する。
【００１０】これに対して、ダイパッド上にトラジショ
ン層を設けることで、ダイパッドピッチ１５０μｍ以
下、パッドサイズ２０μｍ以下になってもダイパッド上
にビアを確実に接続させることができ、パッドとビアと
の接続性や信頼性を向上させる。更に、ＩＣチップのパ
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ッド上により大きな径のトラジション層を介在させるこ
とで、デスミヤ、めっき工程などの後工程の際に、酸や
エッチング液に浸漬させたり、種々のアニール工程を経
ても、ダイパッド及びＩＣの保護膜（パシベーション、
ポリミド層）を溶解、損傷する危険がなくなる。
【００１１】それぞれに多層プリント配線板だけで機能
を果たしてもいるが、場合によっては半導体装置として
のパッケージ基板としての機能させるために外部基板で
あるマザーボードやドーターボードとの接続のため、Ｂ
ＧＡ、半田バンプやＰＧＡ（導電性接続ピン）を配設さ
せてもよい。また、この構成は、従来の実装方法で接続
した場合よりも配線長を短くできて、ループインダクタ
ンスも低減できる。
【００１２】本願発明に用いられるＩＣチップなどの電
子部品を内蔵させる樹脂製基板としては、エポキシ樹
脂、ＢＴ樹脂、フェノール樹脂などにガラスエポキシ樹
脂などの補強材や心材を含浸させた樹脂、エポキシ樹脂
を含浸させたプリプレグを積層させたものなどが用いら
れるが、一般的にプリント配線板で使用されるものを用
いることができる。それ以外にも両面銅張積層板、片面
板、金属膜を有しない樹脂板、樹脂フィルムを用いるこ
とができる。
【００１３】ＩＣチップを内蔵させたコア基板の全面に
蒸着、スパッタリングなどの物理的な蒸着を行い、全面
に導電性の金属膜を形成させる。その金属としては、ス
ズ、クロム、チタン、ニッケル、亜鉛、コバルト、金、
銅などの金属を１層以上形成させるものがよい。厚みと
しては、０．００１～２．０μｍの間で形成させるのが
よい。特に、０．０１～１．０μｍが望ましい。
【００１４】また、セミアディテブプロセスでトラジシ
ョン層を形成する場合には、ＩＣチップ及びコア基板の
上に形成した金属膜上にドライフィルムレジストを形成
してトラジション層に該当する部分を除去させて、電解
めっきによって厚付けした後、レジストを剥離してエッ
チング液によって、同様にＩＣチップのパッド上にトラ
ジション層を形成させることもできる。
【００１５】一方、サブトラプロセスでトラジション層
を形成する場合には、金属膜上に、無電解あるいは電解
めっきにより、厚付けさせる。形成されるメッキの種類
としては銅、ニッケル、金、銀、亜鉛、鉄などがある。
電気特性、経済性、また、後程で形成されるビルドアッ
プである導体層は主に銅であることから、銅を用いるこ
とがよい。その厚みは１～２０μｍの範囲で行うのがよ
い。それより厚くなると、エッチングの際にアンダーカ
ットが起こってしまい、形成されるトラジション層とビ
アと界面に隙間が発生することがある。その後、エッチ
ングレジストを形成して、露光、現像してトラジション
層以外の部分の金属を露出させてエッチングを行い、Ｉ
Ｃチップのパッド上にトラジション層を形成させる。
【００１６】
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5
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
図を参照して説明する。先ず、本発明の第１実施形態に
係る多層プリント配線板の構成について、多層プリント
配線板１０の断面を示す図６を参照して説明する。
【００１７】図６に示すように多層プリント配線板１０
は、ＩＣチップ２０を収容するコア基板３０と、層間樹
脂絶縁層５０、層間樹脂絶縁層１５０とからなる。層間
樹脂絶縁層５０には、ビア６０および導体回路５８が形
成され、層間樹脂絶縁層１５０には、ビア１６０および
導体回路１５８が形成されている。
【００１８】ＩＣチップ２０には、ＩＣ保護膜（パッシ
ベーション＋ポリイミド）２２が被覆され、該ＩＣ保護
膜２２の開口内に入出力端子を構成するダイパッド２４
が配設されている。パッド２４の上には、ダイトラジシ
ョン層３８が形成されている。
【００１９】層間樹脂絶縁層１５０の上には、ソルダー
レジスト層７０が配設されている。ソルダーレジスト層
７０の開口部７１下の導体回路１５８には、図示しない
ドータボード、マザーボード等の外部基板と接続するた
めの半田バンプ７６、又は、図示しない導電性接続ピン
が設けられている。
【００２０】本実施形態の多層プリント配線板１０で
は、コア基板３０にＩＣチップ２０を予め内蔵させて、
該ＩＣチップ２０のパッド２４にはトラジション層を３
８を配設させている。このため、ビアを形成する際のア
ライメントが行い易く、ダイパッドピッチ１５０μｍ以
下、パッドサイズ２０μｍ以下でもビルドアップ層が安
定して形成できる。トラジション層を形成させていない
ダイパッドのままで、フォトエッチングにより層間絶縁
層のビアを形成させると、ビア径がダイパッド径よりも
大きいと、ビア底残査除去、層間樹脂絶縁層表面粗化処
理として行うデスミア処理時にダイパッド表面の保護層
であるポリイミド層を溶解、損傷する。一方、レーザの
場合、ビア径がダイパッド径より大きいときには、ダイ
パッド及びパシベーション、ポリミド層（ＩＣの保護
膜）がレーザによって破壊される。更に、ＩＣチップの
パッドが非常に小さく、ビア径がダイパッドサイズより
大きくなると、フォトエッチング法でも、レーザ法でも
位置合わせが非常に困難であり、ダイパッドとビアとの
接続不良が多発する。
【００２１】これに対して、ダイパッド上にトラジショ
ン層を設けることで、ダイパッドピッチ１５０μｍ以
下、パッドサイズ２０μｍ以下になってもダイパッド上
にビアを確実に接続させることができ、パッドとビアと
の接続性や信頼性を向上させる。更に、ＩＣチップのパ
ッド上により大きな径のトラジション層を介在させるこ
とで、デスミヤ、めっき工程などの後工程の際に、酸や
エッチング液に浸漬させたり、種々のアニール工程を経
ても、ダイパッド及びＩＣの保護膜（パシベーション、
ポリミド層）を溶解、損傷する危険がなくなる。

6
【００２２】引き続き、図６を参照して上述した多層プ
リント配線板の製造方法について、図１～図５を参照し
て説明する。
【００２３】（１）先ず、ガラスクロス等の心材にエポ
キシ等の樹脂を含浸させたプリプレグを積層した絶縁樹
脂基板（コア基板）３０を出発材料とする（図１（Ａ）
参照）。次に、コア基板３０の片面に、ザグリ加工でＩ
Ｃチップ収容用の凹部３２を形成する（図１（Ｂ）参
照）。ここでは、ザグリ加工により凹部を設けている
が、開口を設けた絶縁樹脂基板と開口を設けない樹脂絶
縁基板とを張り合わせることで、収容部を備えるコア基
板を形成できる。
【００２４】（２）その後、凹部３２に、印刷機を用い
て接着材料３４を塗布する。このとき、塗布以外にも、
ポッティングなどをしてもよい。次に、ＩＣチップ２０
を接着材料３４上に載置する（図１（Ｃ）参照）。
【００２５】（３）そして、ＩＣチップ２０の上面を押
す、もしくは叩いて凹部３２内に完全に収容させる（図
１（Ｄ）参照）。これにより、コア基板３０を平滑にす
ることができる。
【００２６】（４）その後、ＩＣチップ２０を収容させ
たコア基板３０の全面に蒸着、スパッタリングなどの物
理的な蒸着を行い、全面に導電性の金属膜３３を形成さ
せる（図２（Ａ））。その金属としては、スズ、クロ
ム、チタン、ニッケル、亜鉛、コバルト、金、銅などの
金属を１層以上形成させるものがよい。厚みとしては、
０．００１～２．０μｍの間で形成させるのがよい。特
に、０．０１～１．０μｍが望ましい。特に、ニッケ
ル、クロム、チタンで形成するのがよい。界面から湿分
の侵入がなく、金属密着性に優れるからである。クロム
の厚みは、スパッタ層にクラックが入らず、かつ銅スパ
ッタ層との密着が十分とれる厚みにする。
【００２７】金属膜３３上に、無電解めっきにより、め
っき膜３６を形成させてもよい（図２（Ｂ））。形成さ
れるメッキの種類としてはニッケル、銅、金、銀などが
ある。電気特性、経済性、また、後程で形成されるビル
ドアップである導体層は主に銅であることから、銅を用
いるとよい。その厚みは０．０１～５μｍの範囲で行う
のがよい。特に、０．１～３μｍが望ましい。なお、望
ましい第１薄膜層と第２薄膜層との組み合わせは、クロ
ム－銅、クロム－ニッケル、チタン－銅、チタン－ニッ
ケルである。金属との接合性や電気伝達性という点で他
の組み合わせよりも優れる。
【００２８】（５）その後、レジストを塗布、あるい
は、感光性フィルムをラミネートし、露光、現像してＩ
Ｃチップのパッドの上部に開口を設けるようにメッキレ
ジスト３５を設け、電解めっき膜３７を設ける（図２
（Ｃ））。電解めっき膜３７の厚みは１～２０μｍ程度
がよい。電解めっき膜は、ニッケル、銅、金、銀、亜
鉛、鉄で形成できる。メッキレジスト３５を除去した
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7
後、メッキレジスト３５下の無電解めっき膜３６、金属
膜３３をエッチングで除去することで、ＩＣチップのパ
ッド２４上にトラジション層３８を形成する（図２
（Ｄ））。ここでは、メッキレジストによりトラジショ
ン層を形成したが、無電解めっき膜３６の上に電解めっ
き膜を均一に形成した後、エッチングレジストを形成し
て、露光、現像してトラジション層以外の部分の金属を
露出させてエッチングを行い、ＩＣチップのパッド上に
トラジション層を形成させることも可能である。この場
合、電解めっき膜の厚みは１～２０μｍの範囲がよい。
それより厚くなると、エッチングの際にアンダーカット
が起こってしまい、形成されるトラジション層とビアと
界面に隙間が発生することがあるからである。
【００２９】（６）次に、基板にエッチング液をスプレ
イで吹きつけ、トラジション層３８の表面をエッチング
することにより粗化面３８αを形成する（図３（Ａ）参
照）。無電解めっきや酸化還元処理を用いて粗化面を形
成することもできる。
【００３０】（７）上記工程を経た基板に、厚さ３０～
５０μｍの熱硬化型シクロオレフィン系樹脂シートを温
度５０～１５０℃まで昇温しながら圧力５ｋｇ／ｃｍ2

で真空圧着ラミネートし、シクロオレフィン系樹脂から
なる層間樹脂絶縁層５０を設ける（図３（Ｂ）参照）。
真空圧着時の真空度は、１０ｍｍＨｇである。または、
液状絶縁樹脂をスピンコートなどによって塗布し、絶縁
層を形成してもよい。
【００３１】（８）次に、ＣＯ2ガスレーザにて層間樹
脂絶縁層５０にビア用開口４８を設ける（図３（Ｃ）参
照）。クロム酸を用いて、開口４８内の樹脂残りを除去
する。ダイパッド２４上に銅製のトラジション層３８を*

8
*設けることで、ビアを形成する際のアライメントをし易
くし、ダイパッド２４上にビアを確実に接続させ、パッ
ドとビアとの接続性や信頼性を向上させる。これによ
り、ビルドアップ層が安定して形成できる。ＩＣチップ
のパッド上により大きな径のトラジション層を介在させ
ることで、ビア底残査除去、層間樹脂絶縁層表面粗化処
理として行うデスミア処理時、めっき工程などの後工程
の際に酸やエッチング液に浸漬させたり、種々のアニー
ル工程を経ても、ダイパッド２４及びＩＣの保護膜（パ
シベーション、ポリミド層）２２を溶解、損傷する危険
がなくなる。なお、ここでは、過マンガン酸を用いて樹
脂残さを除去したが、酸素プラズマを用いてデスミア処
理を行うことも可能である。
【００３２】（９）次に、層間樹脂絶縁層５０の表面を
粗化し、粗化面５０αを形成する（図３（Ｄ）参照）。
なお、この粗化工程は省略することもできる。
【００３３】（１０）次に、層間樹脂絶縁層５０の表面
にパラジウム触媒を付与した後、無電解めっき液に基板
を浸漬し、無電解めっき膜５２を層間樹脂絶縁層５０の
表面に形成する（図４（Ａ）参照）。
【００３４】（１１）上記処理を終えた基板３０に、市
販の感光性ドライフィルムを貼り付け、クロムガラスマ
スクを載置して、４０ｍＪ／ｃｍ2で露光した後、０．
８％炭酸ナトリウムで現像処理し、厚さ２５μｍのめっ
きレジスト５４を設ける。次に、以下の条件で電解めっ
きを施して、厚さ１８μｍの電解めっき膜５６を形成す
る（図４（Ｂ）参照）。なお、電解めっき水溶液中の添
加剤は、アトテックジャパン社製のカパラシドＨＬであ
る。
【００３５】

  〔電解めっき水溶液〕
      硫酸                ２．２４  ｍｏｌ／ｌ
      硫酸銅              ０．２６  ｍｏｌ／ｌ
      添加剤（アトテックジャパン製、カパラシドＨＬ）
                            １９．５  ｍｌ／ｌ
  〔電解めっき条件〕
      電流密度              １Ａ／dm２  
        時間                  ６５分
        温度              ２２±２℃

【００３６】（１２）めっきレジスト５４を５％ＮａＯ
Ｈで剥離除去した後、そのめっきレジスト下の無電解め
っき膜５２を硝酸および硫酸と過酸化水素の混合液を用
いるエッチングにて溶解除去し、無電解めっき膜５２と
電解めっき膜５６からなる厚さ１６μｍの導体回路５８
及びビア６０を形成し、第二銅錯体と有機酸とを含有す
るエッチング液によって、粗化面５８α、６０αを形成
する（図４（Ｃ）参照）。
【００３７】（１３）次いで、上記（８）～（１３）の
工程を、繰り返すことにより、さらに上層の層間樹脂絶
縁層１５０及び導体回路１５８（ビア１６０を含む）を

形成する（図５（Ａ）参照）。
【００３８】（１４）次に、ジエチレングリコールジメ
チルエーテル（ＤＭＤＧ）に６０重量％の濃度になるよ
うに溶解させた、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂
（日本化薬社製）のエポキシ基５０％をアクリル化した
感光性付与のオリゴマー（分子量４０００）４６．６７
重量部、メチルエチルケトンに溶解させた８０重量％の
ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（油化シェル社製、商
品名：エピコート１００１）１５重量部、イミダゾール
硬化剤（四国化成社製、商品名：２Ｅ４ＭＺ－ＣＮ）
１．６重量部、感光性モノマーである多官能アクリルモ
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ノマー（共栄化学社製、商品名：Ｒ６０４）３重量部、
同じく多価アクリルモノマー（共栄化学社製、商品名：
ＤＰＥ６Ａ）１．５重量部、分散系消泡剤（サンノプコ
社製、商品名：Ｓ－６５）０．７１重量部を容器にと
り、攪拌、混合して混合組成物を調整し、この混合組成
物に対して光重量開始剤としてベンゾフェノン（関東化
学社製）２．０重量部、光増感剤としてのミヒラーケト
ン（関東化学社製）０．２重量部を加えて、粘度を２５
℃で２．０Ｐａ・ｓに調整したソルダーレジスト組成物
（有機樹脂絶縁材料）を得る。なお、粘度測定は、Ｂ型
粘度計（東京計器社製、ＤＶＬ－Ｂ型）で６０ｒｐｍの
場合はローターNo.４、６ｒｐｍの場合はローターNo.３
によった。
【００３９】（１５）次に、基板３０に、上記ソルダー
レジスト組成物を２０μｍの厚さで塗布し、７０℃で２
０分間、７０℃で３０分間の条件で乾燥処理を行った
後、ソルダーレジストレジスト開口部のパターンが描画
された厚さ５ｍｍのフォトマスクをソルダーレジスト層
７０に密着させて１０００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線で露光
し、ＤＭＴＧ溶液で現像処理し、ランド径６２０μｍ、
開口径４６０μｍの開口７１を形成する（図５（Ｂ）参
照）。
【００４０】（１６）次に、ソルダーレジスト層（有機
樹脂絶縁層）７０を形成した基板を、塩化ニッケル
（２．３×１０-1ｍｏｌ／ｌ）、次亞リン酸ナトリウム
（２．８×１０-1ｍｏｌ／ｌ）、クエン酸ナトリウム
（１．６×１０-1ｍｏｌ／ｌ）を含むｐＨ＝４．５の無
電解ニッケルめっき液に２０分間浸漬して、開口部７１
に厚さ５μｍのニッケルめっき層７２を形成する。さら
に、その基板を、シアン化金カリウム（７．６×１０-3

ｍｏｌ／ｌ）、塩化アンモニウム（１．９×１０-1ｍｏ
ｌ／ｌ）、クエン酸ナトリウム（１．２×１０-1ｍｏｌ
／ｌ）、次亜リン酸ナトリウム（１．７×１０-1ｍｏｌ
／ｌ）を含む無電解めっき液に８０℃の条件で７．５分
間浸漬して、ニッケルめっき層７２上に厚さ０．０３μ
ｍの金めっき層７４を形成することで、導体回路１５８
に半田パッド７５を形成する（図５（Ｃ）参照）。
【００４１】（１７）この後、ソルダーレジスト層７０
の開口部７１に、はんだペーストを印刷して、２００℃
でリフローすることにより、半田バンプ７６を形成す
る。これにより、ＩＣチップ２０を内蔵し、半田バンプ
７６を有する多層プリント配線板１０を得ることができ
る（図６参照）。なお、半田ペーストを印刷して導電性
接続ピンを配置することもできる。
【００４２】上述した実施形態では、層間樹脂絶縁層５
０、１５０に熱硬化型シクロオレフィン系樹脂シートを
用いた。この代わりに、層間樹脂絶縁層５０にエポキシ
系樹脂を用いることができる。このエポキシ系樹脂に
は、難溶性樹脂、可溶性粒子、硬化剤、その他の成分が
含有されている。それぞれについて以下に説明する。

10
【００４３】本発明の製造方法において使用し得るエポ
キシ系樹脂は、酸または酸化剤に可溶性の粒子（以下、
可溶性粒子という）が酸または酸化剤に難溶性の樹脂
（以下、難溶性樹脂という）中に分散したものである。
なお、本発明で使用する「難溶性」「可溶性」という語
は、同一の酸または酸化剤からなる溶液に同一時間浸漬
した場合に、相対的に溶解速度の早いものを便宜上「可
溶性」と呼び、相対的に溶解速度の遅いものを便宜上
「難溶性」と呼ぶ。
【００４４】上記可溶性粒子としては、例えば、酸また
は酸化剤に可溶性の樹脂粒子（以下、可溶性樹脂粒
子）、酸または酸化剤に可溶性の無機粒子（以下、可溶
性無機粒子）、酸または酸化剤に可溶性の金属粒子（以
下、可溶性金属粒子）等が挙げられる。これらの可溶性
粒子は、単独で用いても良いし、２種以上併用してもよ
い。
【００４５】上記可溶性粒子の形状は特に限定されず、
球状、破砕状等が挙げられる。また、上記可溶性粒子の
形状は、一様な形状であることが望ましい。均一な粗さ
の凹凸を有する粗化面を形成することができるからであ
る。
【００４６】上記可溶性粒子の平均粒径としては、０．
１～１０μｍが望ましい。この粒径の範囲であれば、２
種類以上の異なる粒径のものを含有してもよい。すなわ
ち、平均粒径が０．１～０．５μｍの可溶性粒子と平均
粒径が１～３μｍの可溶性粒子とを含有する等である。
これにより、より複雑な粗化面を形成することができ、
導体回路との密着性にも優れる。なお、本発明におい
て、可溶性粒子の粒径とは、可溶性粒子の一番長い部分
の長さである。
【００４７】上記可溶性樹脂粒子としては、熱硬化性樹
脂、熱可塑性樹脂等からなるものが挙げられ、酸あるい
は酸化剤からなる溶液に浸漬した場合に、上記難溶性樹
脂よりも溶解速度が速いものであれば特に限定されな
い。上記可溶性樹脂粒子の具体例としては、例えば、エ
ポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリフ
ェニレン樹脂、ポリオレフィン樹脂、フッ素樹脂等から
なるものが挙げられ、これらの樹脂の一種からなるもの
であってもよいし、２種以上の樹脂の混合物からなるも
のであってもよい。
【００４８】また、上記可溶性樹脂粒子としては、ゴム
からなる樹脂粒子を用いることもできる。上記ゴムとし
ては、例えば、ポリブタジエンゴム、エポキシ変性、ウ
レタン変性、（メタ）アクリロニトリル変性等の各種変
性ポリブタジエンゴム、カルボキシル基を含有した（メ
タ）アクリロニトリル・ブタジエンゴム等が挙げられ
る。これらのゴムを使用することにより、可溶性樹脂粒
子が酸あるいは酸化剤に溶解しやすくなる。つまり、酸
を用いて可溶性樹脂粒子を溶解する際には、強酸以外の
酸でも溶解することができ、酸化剤を用いて可溶性樹脂
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粒子を溶解する際には、比較的酸化力の弱い過マンガン
酸塩でも溶解することができる。また、クロム酸を用い
た場合でも、低濃度で溶解することができる。そのた
め、酸や酸化剤が樹脂表面に残留することがなく、後述
するように、粗化面形成後、塩化パラジウム等の触媒を
付与する際に、触媒が付与されなたかったり、触媒が酸
化されたりすることがない。
【００４９】上記可溶性無機粒子としては、例えば、ア
ルミニウム化合物、カルシウム化合物、カリウム化合
物、マグネシウム化合物およびケイ素化合物からなる群
より選択される少なくとも一種からなる粒子等が挙げら
れる。
【００５０】上記アルミニウム化合物としては、例え
ば、アルミナ、水酸化アルミニウム等が挙げられ、上記
カルシウム化合物としては、例えば、炭酸カルシウム、
水酸化カルシウム等が挙げられ、上記カリウム化合物と
しては、炭酸カリウム等が挙げられ、上記マグネシウム
化合物としては、マグネシア、ドロマイト、塩基性炭酸
マグネシウム等が挙げられ、上記ケイ素化合物として
は、シリカ、ゼオライト等が挙げられる。これらは単独
で用いても良いし、２種以上併用してもよい。
【００５１】上記可溶性金属粒子としては、例えば、
銅、ニッケル、鉄、亜鉛、鉛、金、銀、アルミニウム、
マグネシウム、カルシウムおよびケイ素からなる群より
選択される少なくとも一種からなる粒子等が挙げられ
る。また、これらの可溶性金属粒子は、絶縁性を確保す
るために、表層が樹脂等により被覆されていてもよい。
【００５２】上記可溶性粒子を、２種以上混合して用い
る場合、混合する２種の可溶性粒子の組み合わせとして
は、樹脂粒子と無機粒子との組み合わせが望ましい。両
者とも導電性が低くいため樹脂フィルムの絶縁性を確保
することができるとともに、難溶性樹脂との間で熱膨張
の調整が図りやすく、樹脂フィルムからなる層間樹脂絶
縁層にクラックが発生せず、層間樹脂絶縁層と導体回路
との間で剥離が発生しないからである。
【００５３】上記難溶性樹脂としては、層間樹脂絶縁層
に酸または酸化剤を用いて粗化面を形成する際に、粗化
面の形状を保持できるものであれば特に限定されず、例
えば、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、これらの複合体等
が挙げられる。また、これらの樹脂に感光性を付与した
感光性樹脂であってもよい。感光性樹脂を用いることに
より、層間樹脂絶縁層に露光、現像処理を用いてビア用
開口を形成することできる。これらのなかでは、熱硬化
性樹脂を含有しているものが望ましい。それにより、め
っき液あるいは種々の加熱処理によっても粗化面の形状
を保持することができるからである。
【００５４】上記難溶性樹脂の具体例としては、例え
ば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、フェノキシ樹脂、
ポリイミド樹脂、ポリフェニレン樹脂、ポリオレフィン
樹脂、フッ素樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は単独
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で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。熱硬化
性樹脂、熱可塑性樹脂、それらの複合体であってもよ
い。さらには、１分子中に、２個以上のエポキシ基を有
するエポキシ樹脂がより望ましい。前述の粗化面を形成
することができるばかりでなく、耐熱性等にも優れてる
ため、ヒートサイクル条件下においても、金属層に応力
の集中が発生せず、金属層の剥離などが起きにくいから
である。
【００５５】上記エポキシ樹脂としては、例えば、クレ
ゾールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、フェ
ノールノボラック型エポキシ樹脂、アルキルフェノール
ノボラック型エポキシ樹脂、ビフェノールＦ型エポキシ
樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエ
ン型エポキシ樹脂、フェノール類とフェノール性水酸基
を有する芳香族アルデヒドとの縮合物のエポキシ化物、
トリグリシジルイソシアヌレート、脂環式エポキシ樹脂
等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、２種
以上を併用してもよい。それにより、耐熱性等に優れる
ものとなる。
【００５６】本発明で用いる樹脂フィルムにおいて、上
記可溶性粒子は、上記難溶性樹脂中にほぼ均一に分散さ
れていることが望ましい。均一な粗さの凹凸を有する粗
化面を形成することができ、樹脂フィルムにビアやスル
ーホールを形成しても、その上に形成する導体回路の金
属層の密着性を確保することができるからである。ま
た、粗化面を形成する表層部だけに可溶性粒子を含有す
る樹脂フィルムを用いてもよい。それによって、樹脂フ
ィルムの表層部以外は酸または酸化剤にさらされること
がないため、層間樹脂絶縁層を介した導体回路間の絶縁
性が確実に保たれる。
【００５７】上記樹脂フィルムにおいて、難溶性樹脂中
に分散している可溶性粒子の配合量は、樹脂フィルムに
対して、３～４０重量％が望ましい。可溶性粒子の配合
量が３重量％未満では、所望の凹凸を有する粗化面を形
成することができない場合があり、４０重量％を超える
と、酸または酸化剤を用いて可溶性粒子を溶解した際
に、樹脂フィルムの深部まで溶解してしまい、樹脂フィ
ルムからなる層間樹脂絶縁層を介した導体回路間の絶縁
性を維持できず、短絡の原因となる場合がある。
【００５８】上記樹脂フィルムは、上記可溶性粒子、上
記難溶性樹脂以外に、硬化剤、その他の成分等を含有し
ていることが望ましい。上記硬化剤としては、例えば、
イミダゾール系硬化剤、アミン系硬化剤、グアニジン系
硬化剤、これらの硬化剤のエポキシアダクトやこれらの
硬化剤をマイクロカプセル化したもの、トリフェニルホ
スフィン、テトラフェニルホスフォニウム・テトラフェ
ニルボレート等の有機ホスフィン系化合物等が挙げられ
る。
【００５９】上記硬化剤の含有量は、樹脂フィルムに対
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して０．０５～１０重量％であることが望ましい。０．
０５重量％未満では、樹脂フィルムの硬化が不十分であ
るため、酸や酸化剤が樹脂フィルムに侵入する度合いが
大きくなり、樹脂フィルムの絶縁性が損なわれることが
ある。一方、１０重量％を超えると、過剰な硬化剤成分
が樹脂の組成を変性させることがあり、信頼性の低下を
招いたりしてしまうことがある。
【００６０】上記その他の成分としては、例えば、粗化
面の形成に影響しない無機化合物あるいは樹脂等のフィ
ラーが挙げられる。上記無機化合物としては、例えば、
シリカ、アルミナ、ドロマイト等が挙げられ、上記樹脂
としては、例えば、ポリイミド樹脂、ポリアクリル樹
脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリフェニレン樹脂、メラ
ニン樹脂、オレフィン系樹脂等が挙げられる。これらの
フィラーを含有させることによって、熱膨脹係数の整合
や耐熱性、耐薬品性の向上などを図り多層プリント配線
板の性能を向上させることができる。
【００６１】また、上記樹脂フィルムは、溶剤を含有し
ていてもよい。上記溶剤としては、例えば、アセトン、
メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、
酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテートやトル
エン、キシレン等の芳香族炭化水素等が挙げられる。こ
れらは単独で用いてもよいし、２種類以上併用してもよ
い。ただし、これらの層間樹脂絶縁層は、３５０℃以上
の温度を加えると溶解、炭化をしてしまう。
【００６２】上記樹脂フィルムを張り付けた後、レーザ
で開口させて、層間樹脂絶縁層にビアを開口させる。そ
の後、酸あるいは酸化剤に浸漬させて、層間樹脂絶縁層
に粗化層を形成する。酸としては、硫酸、リン酸、塩
酸、蟻酸などの強酸を用いることができ、酸化剤として
はクロム酸、クロム硫酸、過マンガン塩酸などを用いる
ことができる。それにより、可溶性粒子を溶解あるいは
脱落させることによって層間樹脂絶縁層の表面に粗化層
を形成させる。その粗化層の形成された層間樹脂絶縁層
に、Ｐｂなどの触媒を付与させた後、無電解めっきを施
す。無電解めっき膜上にレジストを施して露光、現像を
経てめっきレジストの非形成部を形成させる。該非形成
部に電解めっきを施してレジストを剥離、エッチングに
よって層間樹脂絶縁層上の無電解めっき膜を除去してビ
アと導体回路を形成させた。
【００６３】図７（Ａ）は、第１実施形態に係る多層プ
リント配線板１０の斜視図であり、図７（Ｂ）は、該多
層プリント配線板１０の一部を拡大して示す説明図であ
る。第１実施形態の多層プリント配線板１０の表面に
は、千鳥格子状に半田バンプ（ボールグリットアレー）
７６が基板全面に配設されている。第１実施形態では、
ＩＣチップ２０上にも半田バンプ７６を形成すること
で、ＩＣチップ２０からの配線長さを短縮することがで
きる。
【００６４】図８（Ａ）は、第１実施形態の改変例に係
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る多層プリント配線板１０の斜視図であり、図８（Ｂ）
は、該多層プリント配線板１０の一部を拡大して示す説
明図である。改変例の多層プリント配線板１０の表面に
は、千鳥格子状に半田バンプ（ボールグリットアレー）
７６がＩＣチップ２０上を除く四隅に配設されている。
この改変例では、ＩＣチップ２０上を避けることで、Ｉ
Ｃチップからの熱的、電磁的影響を半田バンプ７６が受
け難い利点がある。
【００６５】引き続き、本発明の第１実施形態の別改変
例に係る多層プリント配線板について、図９を参照して
説明する。上述した第１実施形態では、ＢＧＡを配設し
た場合で説明した。第２実施形態では、第１実施形態と
ほぼ同様であるが、図９に示すように導電性接続ピン９
６を介して接続を取るＰＧＡ方式に構成されている。
【００６６】次に、本発明の第２実施形態に係る多層プ
リント配線板について、図１０を参照して説明する。上
述した第１実施形態では、コア基板３０にザグリで設け
た凹部３２にＩＣチップを収容した。これに対して、第
２実施形態では、コア基板３０に形成した通孔３２にＩ
Ｃチップ２０を収容してある。この第２実施形態では、
ＩＣチップ２０の裏面側にヒートシンクを直接取り付け
ることができるため、ＩＣチップ２０を効率的に冷却で
きる利点がある。
【００６７】引き続き、本発明の第３実施形態に係る多
層プリント配線板について、図１１を参照して説明す
る。上述した第１実施形態では、ＩＣチップ２０のパッ
ド２４上にトラジション層３８を形成し、該トラジショ
ン層３８に層間樹脂絶縁層５０のビア６０を接続した。
これに対して、第３実施形態では、トラジション層を設
けることなくビア６０をパッド２４へ直接接続してあ
る。この第３実施形態は、第１実施形態と比較して工程
を削減できるため、廉価に構成できる利点がある。
【００６８】次に、本発明の第４実施形態に係る多層プ
リント配線板について、図１２を参照して説明する。上
述した第１実施形態では、多層プリント配線板内にＩＣ
チップを収容した。これに対して、第４実施形態では、
多層プリント配線板内にＩＣチップ２０を収容すると共
に、表面にＩＣチップ１２０を載置してある。内蔵のＩ
Ｃチップ２０として演算用のＣＰＵが収容され、表面の
ＩＣチップ１２０としてキャシュメモリが載置されてい
る。
【００６９】ＩＣチップ２０のパッド２４と、ＩＣチッ
プ１２０のパッド１２４とは、トラジション層３８－ビ
ア６０－導体回路５８－ビア１６０－導体回路１５８－
半田バンプ７６Ｕを介して接続されている。一方、ＩＣ
チップ１２０のパッド１２４と、ドータボード９０のパ
ッド９２とは、半田バンプ７６Ｕ－導体回路１５８－ビ
ア１６０－導体回路５８－ビア６０－スルーホール１３
６－ビア６０－導体回路５８－ビア１６０－導体回路１
５８－半田バンプ７６Ｕを介して接続されている。
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【００７０】第４実施形態では、歩留まりの低いキャシ
ュメモリ１２０をＣＰＵ用のＩＣチップ２０と別に製造
しながら、ＩＣチップ２０とキャシュメモリ１２０とを
近接して配置することができ、ＩＣチップの高速動作が
可能となる。この第４実施形態では、ＩＣチップを内蔵
すると共に表面に載置することで、それぞれの機能が異
なるＩＣチップなどの電子部品を実装させることがで
き、より高機能な多層プリント配線板を得ることができ
る。なお、図示しないが、コンデンサを表面に実装する
こともできる。これにより、ＩＣチップ２０とキャシュ
メモリ１２０とコンデンサとを近接して配置することが
でき、ＩＣチップの高速動作が可能となる。
【００７１】
【発明の効果】本発明の構造により、リード部品を介さ
ずに、ＩＣチップとプリント配線板との接続を取ること
ができる。そのため、樹脂封止も不要となる。更に、ま
た、ダイパッド上にトラジション層を設けることで、ダ
イパッドがファインピッチ（１５０μｍ）かつ／または
小サイズ（２０μｍ以下）になっても、ビルドアップ層
を積むことが可能になり、かつ、ダイパッドとバイアホ
ールとの接続性や信頼性を向上させる。更に、従来のＩ
Ｃチップの実装方法に比べて、ＩＣチップ～基板～外部
基板までの配線長も短くできて、ループインダクタンス
を低減できる効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、本発
明の第１実施形態に係る多層プリント配線板の製造工程
図である。
【図２】図２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、本発
明の第１実施形態に係る多層プリント配線板の製造工程
図である。
【図３】図３（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、本発
明の第１実施形態に係る多層プリント配線板の製造工程
図である。
【図４】図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、本発明の第１
実施形態に係る多層プリント配線板の製造工程図であ
る。
【図５】図５（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、本発明の第１
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実施形態に係る多層プリント配線板の製造工程図であ
る。
【図６】本発明の第１実施形態に係る多層プリント配線
板の断面図である。
【図７】図７（Ａ）は、第１実施形態に係る多層プリン
ト配線板の斜視図であり、図７（Ｂ）は、該多層プリン
ト配線板の一部を拡大して示す説明図である。
【図８】図８（Ａ）は、第１実施形態の改変例に係る多
層プリント配線板の斜視図であり、図８（Ｂ）は、該多
層プリント配線板の一部を拡大して示す説明図である。
【図９】本発明の第１実施形態の別改変例に係る多層プ
リント配線板の断面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る多層プリント配
線板の断面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る多層プリント配
線板の断面図である。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る多層プリント配
線板の断面図である。
【符号の説明】
２０  ＩＣチップ（電子部品）
２４  パッド
３０  コア基板
３２  凹部
３６  樹脂層
３８  トラジション層
５０  層間樹脂絶縁層
５８  導体回路
６０  ビア
７０  ソルダーレジスト層
７６  半田バンプ（端子）
９０  ドータボード（外部基板）
９６  導電性接続ピン（端子）
９７  導電性接着剤
１２０  ＩＣチップ（電子部品）
１５０  層間樹脂絶縁層
１５８  導体回路
１６０  ビア
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【図３】 【図４】

【図９】
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【図５】 【図７】

【図１０】
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【図８】

【図１１】
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